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@ Technique de formation par pyrolyse en voie gazeuse d'un revetement essentiellement cl base 
d'03(ygdne et de silicium. 



@ Uinventron consiste done en une technique 
de formation par pyrolyse en voie gazeuse d'un 
revetement a base de silicium, d'oxyg6ne et de 
carbone, ^ la surface d'un substrat en verre en 
mouvement (10), ^ partir d'un melange gazeux 
pr^curseur essentiellement depourvu de 
compost oxydant et precurseur essentielle- 
ment depourvu de compose oxydant et com por- 
tent un silane et un compost ^thyldnique* de 
maniere ^ ce Ton maintienne le temps de 
contact entre ce melange precurseur et le venre 
^ une valeur superieure a celle necessaire au 
d6p6t dudit revetement si celui-ci 6tait effectue 
cl partir d'un melange gazeux precurseur conte- 
nant un agent oxydant Le revetement ainsi 
obtenu a un indice de refraction compris entre 
1,45 et 2. de preference entre 1,6 et 1,9, et 
surtout son epaisseur atteint des valeurs supd- 
rieures ci 50 nm. 
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L'invention concerne une technique de d6p6t, par pyrolyse d'un melange gazeux, d'une couche de reve- 
tement essentiellement ^ base d'oxyg^ne, de silicium ainsi que de carbone S la surface d'un substrat en verre 
chaud. 

EHe a pourobjetles conditions dans lesquelles est effectue un tel d6p6t, ainsi que le dispositif uti(is6 dans 
5 ce but, et plus particuli^rement la buse penmettant de distribuer et canaliser ledit melange gazeux. 

Elle a 6galenlent pour objet le substrat ainsi revetu, ainsi que ses applications k diff6rents vitrages. 
De telles techniques, employant des buses de distribution de gaz destines ^ se decomposer par pyrolyse 
^ la surface d'un ruban de verre sont d6jd connues, notamment du brevet FR-2 314 152. Celui-ci pr^conise 
de placer une buse de distribution ^ Tint^rieur de Tenceinte d'un bain de flottage, transversalement par rapport 
10 k raxe de defilement du ruban de venre glissant d la surface du bain de m6tal fondu. Le flux gazeux 6mis par 
le dispositif d'injection de la buse est guid6 le long d'un canal ayant une section en d6fini par les parots d'un 
bloc central flanqu6 de deux talons "avant" et "arri^re" par rapport k I'axe de defilement du ruban. Le flux gazeux 
effectue de cette mani6re un trajet en ecoulement laminaire a la surface du venre paralieiement ^ cet axe, trajet 
au cours duquel a lieu la pyrolyse d'eiements gazeux "precurseurs'* appartenant ^ ce flux. Puis, le flux gazeux 
15 ainsi appauvri est 6vacu6 par un dispositif d'aspiration dispose en sortie du canal. 

La demande de brevet franpais n** 91-01683, quant k elle, propose un type de buse penmettant d'optimiser 
la circulation de ce flux gazeux d la surface du venre afin d'am6llorer le rendement de la reaction de pyrolyse, 
en modifiant notablement la configuration du canal precedemment 6voqu6, notamment en sureievant un des 
talons et en prevoyant des dispositifs d'aspiration secondaires. 
20 Effectuer le depdt dans I'enceinte du bain de flottage implique necessairement de placer le dispositif de 

pyrolyse de gaz ^ I'interieur de celle-ci, en general plutot dans sa "partie aval", c'est ^ dire quand le ruban de 
venre a d6j^ acquis sa stabilite dimensionnelle, presente de multiples avantages techniques : 

Tout d'abord, le ruban de venre a une temperature parfaitement connue et maftrisee tout au long du bain 
de flottage, ce qui garantit, au niveau du dispositif de pyrolyse, une temperature de verre ^ peu pres constante, 
25 et appropriee ^ la decomposition des gaz utilises habituellement, soit aux environs de 700*'C. On evite alors 
d'avoir recours, comme c'est souvent le cas en plagant le dispositif hors de I'enceinte, ^ une operation de re- 
chauffage du verre. 

De plus, si I'on envisage de deposerdifferentes couches de revetements successivement sur le ruban de 
venre, par de multiples reactions de pyrolyse par exemple, il n'est souvent pas indifferent de pouvoir faire le 

30 premier depot dans I'enceinte de flottage. On limite ainsi I'encombrement spatial des equipements necessaires 
^ ces depots ulterieurs, en general disposes entre la sortie du bain de flottage du ruban jusqu'^ son passage 
dans retenderie de recuisson, qui est une 6tuve permettant, par un controle de descente en temperature, de 
rel^cher les contraintes internes du verre. 

Cependant, lorsque Ton cherche ^ appliquer, dans I'enceinte de flottage, ce type de technologie au depot 

35 d'une couche k base d'bxygene, silicium et eventuellement de carbone et dont I'epaisseur soit significative, 
on se heurte ci un obstacle, comme I'etat de la technique le prouve : 

Ainsi, les brevets EP-174 727 etGB-2 199 848 proposent tous deux un precede pour fabriquer ce type de 
revetement dans de telles conditions. Le premier document utilise comme gaz "precurseur". c'est-d-dire sus- 
ceptible d'intervenir dans la pyrolyse, un melange consistant en un silane constituant la source de silicium et 

40 en un compose donneur d'eiectrons, tel qu'un ethyientque. Si le dioxyde de carbone est egalement cite, il est 
cependant indique qu'il faux mieux eviter d'utiliser ce type de source exterleure d'oxygene. 

En effet, d'apres ce texte, la seule source d'oxygene susceptible de s'associer avec les atomes de silicium 
provenant de la decomposition du silane est le verre lui-meme, dont une certaine proportion d'atomes d'oxy- 
gene serait ^ meme de diffuser ^ la surface, phenomene suppose facilite par I'adsorption eventuelle du donneur 

45 d'eiectrons ^ ladite surface du verre. Selon cet enseignement, cette capacite ^ diffuser est fort limitee, ce qui 
conduit ^ obtenir des couches d'epaisseurs tres modestes, inferieures ^ 50 nm, C'est pourquoi I'application 
de ces couches se cantonne au blocage de migrations ioniques, mais ces epaisseurs peuvent etre jugees net- 
tement insuffisantes pour agir de maniere interferentielle et significativement sur I'aspect colore en reflexion 
d'un substrat muni ulterieurement d'une seconde couche fonctionnelle. Or, il s'agit d'un domaine d'application 

50 tres important. 

Le deuxieme document, par centre, propose, pour obtenir le meme genre de revetement, d'ajouter aux gaz 
"precurseurs" cites precedemment, un compose suppiementaire cense jouer le role d'une source d'oxygene 
" d'appoint", comme du dioxyde de carbone, ce dernier etant utilise dans une proportion tres eievee par rapport 
au silane. On obtient alors un revetement dont I'epaisseur peut aller jusqu'^ 80 nm. Cependant, introduire une 
55 telle quantite d'un compose oxydant dans une enceinte de flottage risque fort de perturber I'atmosphere de 
celle-ci, alors qu'elle presente, par des proportions bien controiees d'hydrogene et d'azote, un caractere re- 
ducteur propre ^ proteger de toute oxydation le bain de metal fondu. 

Le but de I'invention est done d'obvier aux inconvenients precites en proposant une technique de pyrolyse 
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par voie gazeuse qui permette ^ la fois de proc^der ^ Tint^rieur de renceinte de flottage sans perturber son 
atmosphere, et d'obtenir un revetement ^ base de silicium, d'oxyg^ne at 6ventuel lament de carbone dont Tin- 
dice de refraction global soit inf^rieur d 2 et dont T^paisseur puisse §tre largement sup^rieure ^ 50 nm. 

Pour r6pondre ^ cet objectif, les auteurs de la presente invention se sont attaches ^ optimiser le temps de 

5 contact entre les gaz pr6curseurs et le verre, lors du trajet laminaire des gaz pr6c6demment 6voqu6 et d6fini 
par la partie du canal de guidage que Ton peut designer sous le tenme de ""zone de d6p6t^ et ceci sans recourir 
au moindre compost oxydant. 

Mais cette optimisation n'a pas 6t6 effectu6e uniquement en prenant en compte le temps de diffusion des 
gaz pr^curseurs, du plafond du canal de guidage d la surface du verre, comme c'est usuellement pratique par 

10 des calculs relativement empiriques explicit6s ci-apr^s, calculs qui conduisent ^ "traduire" en quelque sorte 
ce temps de diffusion n^cessaire en longueur de zone de depot, en tenant compte des divers parametres du 
depot 

Au contraire. les auteurs de Tinvention, prenant comme hypothese, meme si le mecanisme de ce ph6no- 
mene est encore mal eiucide, que la seule source d'oxygene provient du verre lui-meme, ont voulu non plus 
15 definir ce temps de contact en fonction de la diffusion des gaz precurseurs, mais en fonction de celle de I'oxy- 
gene contenu dans le verre jusqu'^ la surface de celui-ci. lis n'ont alors utilise qu'un silane et un ethyl6nique, 
et ont constate, d'une maniere surprenante, qu'en augmentant le temps de contact entre gaz precurseurs et 
verre, on peut en quelque sorte "amplifier'* et d tout le moins favoriser cette diffusion d'oxygene dans repaisseur 
du verre. 

20 En garantissant bien sur les proportions suffisantes minimales de silane et d'ethyienique. on obtient alors 

selon invention le revetement voulu ^ base d'oxygene, de silicium et de carbone avec I'indice de refraction 
recherche et d'epaisseur tres nettement superieure ^ 50 nm, sans avoir recouru ^ une quelconque source 
d'oxygene suppiementaire. 

Les auteurs de invention ont done ete ^ I'encontre de I'enseignement de retat de la technique, puisqu'ils 

25 ont rendu possible le fait d'"extraire" du verre une quantite suffisante d'oxygene, celul-ci s'associant k la surface 
du verre avec le silicium et le carbone pour creer un revetement d'epaisseur superieure ^ 50 nm. lis ont ainsi 
mis en evidence qu'il ne suffit pas de garantir en quelque sorte un "temps de contact minimum" entre les gaz 
precurseurs et le venre de maniere ^ permettre d ceux-ci d'atteindre le verre par diffusion, ni de garantir une 
quantite de gaz precurseurs adequate, pourobtenir un revetement ^ repaisseur voulue. En effet, il s'avere ne- 

30 cessaire de prendre egalement en compte ce phenomene de diffusion- incorporation au revetement des atomes 
d'oxygene, et pour cela aller bien au-del^ de ce temps de contact minimum. 

L'invention consiste done en une technique de fomnation par pyrolyse en voie gazeuse d'un revetement ci 
base de silicium, d'oxygene et de carbone, ci la surface d'un substrat en verre en mouvement, d partir d'un 
melange gazeux precurseur essentiellement depourvu de compose oxydant et comportant un silane et un 

35 compose ethyienique, de maniere ^ ce qu'on maintienne le temps de contact ehtre ce melange precurseur et 
le ven-e d une valeur superieure S celle necessaire au depot dudit revetement si celui-ci etait effectue 6 partir 
d'un melange gazeux pr6curseur contenant un agent oxydant. Le revetement ainsi obtenu a un indice de re- 
fraction compris entre 1,45 et 2, de preference entre 1,6 et 1,9, et surtout son epaisseur atteint des valeurs 
superieures ^ 50 nm. 

40 Differents parametres peuvent entrer en jeu pour controler ce temps de contact Selon l'invention, on adap- 

te notamment la longueur de la zone de depot, ainsi que la vitesse du substrat en venre anime d'un mouvement. 

De maniere surprenante, on a constate qu'en adaptant conjointement ces deux parametres, notamment 
de maniere e ce que la longueur de la zone de depot, exprimee en metre, soit superieure ou egale e 1,5 fois 
la Vitesse du substrat, exprimee quant ^ elle en metre par seconde, le revetement obtenu peut avoir une epais- 
45 seur tres nettement superieure e 50 nm. 

Ainsi, si Ton choisit une longueur de zone de depot comprise entre 0,2 et 0,4 m et une vitesse de substrat 
comprise entre 0,1 et 0,2 m/s, on obtient des revetements ayant des epaisseurs d'au moins 50 nm et jusqu'd 
90 nm. 

L'avantage majeur de l'invention reside dans le fait que I'on peut obtenir ce type de revetement par cette 
50 technique de depot au dessus du ruban de venre lorsque celui-ci a une temperature d'environ 700 ^'C, dans 
I'enceinte de flottage, sans risquer de porter atteinte ^ son atmosphere reductrice. Mais il va de soi, bien sur, 
qu'une telle technique est a fortiori utilisable hors de cette enceinte. 

Les details et caracteristiques avantageuses de l'invention vont maintenant ressortir des exemples non 
limitatifs suivants, illustres par la figure 1 representant ta buse de distribution en coupe transversale d'un dis- 
ss positif de pyrolyse utilise dans la technique de depot par pyrolyse gazeuse selon l'invention. 

On precise tout d'abord que Ton pourra se reporter, pour une description detailiee de Tensemble d'un dis- 
positif de pyrolyse de composes gazeux, aux brevets mentionnes prec6demment. Dans la description suivante, 
on se limite aux elements de la buse de distribution indispensables ^ la comprehension de l'invention, et Ton 



3 



EPO 518 755A1 

n'a pas respects tr6s exactement les proportions des clivers 6l6ments dessin6s, afin de rendre la figure plus 
da ire. 

La figure 1 montre done la buse de distribution d'un dispositif de pyrolyse d rint6rieur d'une enceinte de 
flottage non representee. On y volt un ruban de verre 10 surnageant ^ la surface d'un bain de m6tal 12, habi- 
5 tuellement form6 d'6tain en fusion, ^ rint6rieur d'une enceinte, non representee, contenant le bain d'6tain. Le 
verre se deverse sur le bain partir d'un four de fusion de venre, egalement non represente, situe ^ gauche 
de la figure 1 , s'y etale jusqu'^ former un ruban, lequel est extrait du bain ^ une vitesse constante dans le sens 
de la fieche f par des nnoyens extracteurs montes ^ la sortie du bain, du cote droit de la figure. 

Au-dessus du ruban de venre 10 qui est d'une largeur d'environ 3,30 m, dans une zone du bain float ou il 
10 a acquis une stabilite dimensionnelle, est montee une buse 14 pour I'amenee de gaz d'un revetement. La buse 
est disposee transversalement au ruban de verre. Elle comprend un profile 16, de section en U retourn6, dont 
les bords des parois sont fixes sur des consoles horizontales 18, 20. Celles-ci definissent entre elles une ou- 
verture 22 transversale par rapport au ruban. 

Dans la chambre 24, definie par le profile, est log6 un conduit d'amenee de gaz 26 perce sur toute sa lon- 
15 gueur de trous 27. Le gaz s'etend dans la chambre 24 ou il se met ^ une pression uniforme et s'6coule ^ travers 
I'ouverture 22 vers un canal de guidage 28 de section en U. Ce canal comprend une chambre verticale d'in- 
jection 30 definie entre un talon profile amont 32 et un bloc profile central 34, une chambre horizontale 36, 
d'epaisseur constante, comprise entre le ruban de verre 10 et la face inf6rieure 38 du bloc central qui est plate, 
et une chambre verticale d'aspiration 40 definie entre le bloc central et un talon profile aval 42. 
20 Cette chambre horizontale 36 definit le trajet laminaire du melange precurseur ^ la surface du verre, pa- 

ralieiement ^ I'axe de defilement de celui-ci. Sa hauteur est de preference comprise entre 3 et 6 mm. 

A la sortie de la chambre 40, le gaz est aspire par un conduit d'aspiration transversal 44 loge dans un profile 
46 de section en U retoume, fixe sur le bloc central et sur le talon amont par I'intemnediaire de consoles 48 
50. 

25 Dans le cadre de I'invention, il s'agit done d*adapter le temps de contact precurseurs/verre, notamment en 

faisant varier divers conditions du precede de dep6t Dans les exemples suivants, outre les variations de depot 
des gaz, on a fait varier la longueur L de la zone de d6p6t de la chambre horizontale 36, qui correspond S la 
portion de trajet paralieie d I'axe de defilement du ruban du flux gazeux, ainsi que la vitesse du ruban de verre. 
Cette longueur L est en fait approximativement celle de la face inferieure 38 du bloc central, comme le montre 

30 la figure. La largeur de cette chambre est dans tous les exemples suivants d'environ 3,20 m ; valeur corres- 
pondant approximativement ^ la largeur du ruban "exploitable", apres decoupes laterales au-delS de I'enceinte 
de flottage. 

Cette adaptation du dispositif de pyrolyse selon I'invention est clairement applicable ^ tous les types de 
buse classique, et nullement limite ^ celle representee. 

35 

EXEMPLES 1 A 7 

Differents depots d'oxycarbure de silicium ont ete effectues dans les exemples 1 ^ 7 suivants avec ce type 
de buse. Les exemples 1^5 concernent le revetement d'un ruban de verre clair silico-sodo-calcique de 4 mm 
40 d'epaisseur. Les deux derniers concernent le revetement d'un ruban de verre similaire, mais cette fois de 8 
mm d'epaisseur. 

On indique pourchacun des examples les conditions de depot : Les debits Q des gaz intervenant dans la 
pyrolyse, soient le monosilane SiH4, rethyiene C2H4 ainsi que le gaz vecteur inerte azote N 2, sont des debits 
volumiques exprimes en litre/minute. Le rapport du debit de I'ethylene sur celui du monosilane est compris entre 
45 4 et 1 0 et est de preference egal ^ 7. 

La Vitesse du ruban de verre v est exprimee en metre/seconde, et la longueur L de la zone de depot en 
metre. 

On precise en outre que n est I'indice de refraction global du revetement obtenu et e son epaisseur en 
nanometre. 

50 Toutes ces donnees concernant chacun des exemples sont regroupees dans le tableau ci-dessous : 
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ex, 1 


O(SiH^) 


0(N:,) 




L 


V 


n 
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1 1 
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16 


28 


0,4 


0,2 


1.59 


70 


2 1 


6 


24 


42 


0,4 


0,2 


1,68 


82 


3 1 


8 


32 


56 


0,4 


0,2 


1,78 


85 


4 1 


12 


48 


84 


0,4 


0,2 


1,87 


90 


5 1 


12 


48 


84 


0,2 


0,2 


1,92 


45 


6 1 


12 


48 


84 


0,2 


0,1 


1,85 


92 


7 I 


4 


16 


28 


0,2 


0,1 


1,61 


74 



25 



Dans les exemples 1 d 4 et 6 d 7, c*est done le rapport 2 qui a 6t6 choisi entre la longueur L en metres et 
la Vitesse du ruban en metres par seconde. On constate que cette longueur est nettement plus importante que 
celle que I'on pouvait determiner pr6c6demment en tenant compte de la diffusion du silane et de r6thyi6nique, 
30 calcul que Ton donne bridvement : il s'agit d'affirmerque le temps ti d'6coulementdu gazle long de cette cham- 
bre horizontale 36 doit etre superieur au temps \^ n^cessaire aux gaz pr^curseurs pour difTuser sur toute la 
hauteur h de ladite chambre de la face 38 d la surface du ruban 10, en prenant comme donn^es la vitesse 
d'^coulement du flux gazeux V, la hauteur h et le coefficient de diffusion moyen a, 
on pose ainsi t2 = h^/na ; ti = UV, 
35 et on obtient alors la relation suivante : L > Vh2/(7ia), 

Or la comparaison des exemples 1^4 montre clairement que, meme en augmentant considerablement 
les debits de gaz precurseurs, on n'augmente pas n6cessairement dans les memes proportions T^paisseur 
du revetement obtenu, et qu'il y a done un autre phenomene qui entre en jeu. 

Proposer une buse de 0,4 metre, longueur inhabituellement importante, pemriet eependant d'augmenter 
AO consid6rablement I'^paisseur du revetement jusqu'^ 90 nm. C'est done au prix d'un temps de contact plus im- 
portant, et non d'une quantity sup6rieure de gaz precurseurs qu*un tel r6sultat a 6t6 atteint. 

De meme, S debits gazeux 6gaux, tes exemples 4, 5 et 6 prouvent qu'adapter la longueur L notamment 
en fonction de la vitesse du ruban pennet de controler et d'augmenter T^paisseur du revetement. De 1^ d^coule 
d'ailleurs un autre avantage substantiel de invention : en modulant cette longueur U on peut alors obtenir les 
45 revetements desires avec des debits de produits gazeux plus mod6r6s et par consequent ^ moindre cout. 

II est ^ noter que, dans ces exemples, I'indiee de refraction global des revetements obtenus est compris 
entre 1 ,59 et 1 ,92, ce qui constitue une gamme d'indices particulierement adapt^e pour pemnettre, en modulant 
egalement repaisseur de eelui-ci, de jouer de mani^re interf^rentielle un rdle centre les Irisations et/ou un role 
r^ducteur de I'aspect colore d'un substrat ult6rieurement revetu d'une seconde couehe fonctionnelle, telle 
50 qu'une couehe ^ base d'oxyde m6tallique. 

Plus gen^ralement, ee type de revetement utilise en "sous-eouche" dans un empilement de couches min- 
ces sur un substrat en verre, permet de maTtriser Taspect en reflexion coloree du substrat ainsi revetu. 

C'est pourquoi, on utilise avantageusement ee type de substrat muni du revetement obtenu par la technique 
de I'invention dans differents types de vitrage, qu'ils soient simples, feuillet6s ou multiples, ces vitrages pos- 
55 sedant notamment des proprietes anti-sol aires. 

Ce dernier point va etre illustre ei-dessous par les exemples comparatifs 8 et 9 ci-dessous. 
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EXEMPLES 8 ET 9 

L*exemple 8 concerne un substrat muni d'un revetement en sous-couche confonme ^ I'exemple 2, ledit re- 
vetement ayant done un indice de refraction de 1,68 et une 6paisseur de 82 nm, sur lequel est d6pos6e de 
mani6re connue, et notamment par pyrolyse 6gaJaient sur ligne, une seconde couche ^ fonction de protection 
solaire ^ base d'oxyde d'6tain dop6 au fluor Sn02:F. cette seconde couche pr6sentant quant ^ elle une 6pais- 
seur d'environ 300 nm. 

L'exemple 9 est similaire ^ I'exemple 8, excepts qu'il ne comporte pas le revetement en sous-couche selon 
I'invention. II sert de r6f6rence. 

Les donn6es photom6triques des substrats recouverts selon ces deux exemples sont regroup^es dans le 
tableau ci-dessous. On precise que ces valeurs sont donn6es en fonction de rilluminant Dgs, que la transmis- 
sion lumineuse est donn6e en pourcentages (Tl), ainsi que la transmission 6nerg6tique (Te), la reflexion c6t6 
revetement (RJ, et la puret6 d'excitation conrespondant ^ cette reflexion (pe). On indique de plus la longueur 
d'onde dominante de cette meme reflexion {7^) en nanometres, ainsi que r6missivit6 (c) des substrats. 

^ -J 

I I T« I j pe j ^ ^ I e 

1- 1 I 1 1 -I 

Exemple 8 | 79 | 72 | 14 | 12 | 539 | 0,17 
Example 9 ) 82 ) 72 j 11 | 4 | 510 | 0,17 
t I 



II ressort nettement de ce tableau que la presence de la sous-couche permet de diminuer par un facteur 
3 la valeur de la puret6 d'excitation en reflexion c6t6 couches. On tend ainsi de mani6re particuli6rement effi- 
cace ^ une neutrality en reflexion pour I'ensemble substrat-couches minces. 



Revendications 



1. Technique de fonmation par pyrolyse en voie gazeuse d'un revetement ^ rote interf^rentiel ^ base de si- 
licium, d'oxyg^ne et de carbone, ^ la surface d'un substrat en venre en mouvement, ^ partir d*un melange 

35 gazeux precurseur essentiellement d6pourvu de compose oxydant et comportant un silane et un compost 

ethyl6nique. caracterisee en ce qu'on maintient le temps de contact entre ledit melange precurseur et 
le verre ^ une valeur superieure a celle n^cessaire au depot dudit revetement si celui-ci 6tait effectue ^ 
partir d'un melange gazeux precurseur contenant un agent oxydant, ce revetement pr6sentant un indice 
de refraction compris entre 1,45 et 2 et une epaisseur superieure ^ 50 nm. 

40 

2. Technique selon la revendication 1 , caracterisee en ce qu'on control e le temps de contact melange pr^- 
curseur/verre par I'adaptation de la longueur L de la "zone de depot". 

3. Technique selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce qu'on controle le temps de contact melange 
pr6curseur/venre par Tadaptation de la vitesse du substrat en verre en mouvement. 

4. Technique selon les revendications 2 et 3, caracterisee en ce que la longueur L de la zone de depot, 
exprimee en metre, est superieure ou egale a 1,5 fois la vitesse du substrat en verre exprimee en metre 
par seconde. 

50 

5. Technique selon Tune des revendications 2^4, caracterisee en ce que pour obtenir un revetement avec 
une epaisseur comprise entre 50 et 90 nm, on impose un temps de contact gaz precurseur/verre corres- 
pondant ^ une longueur de zone de depot L comprise entre 0,2 et 0,4 metre pour une vitesse du substrat 
en verre comprise entre 0,1 et 0,2 metre par seconde. 

6. Technique selon I'une des revendications 1^5, caracterisee en ce qu'on procede au depot du revete- 
ment ^ I'interieur de Tenceinte du bain de flottage au-dessus du ruban de verre ^ une temperature d'en- 
viron 700°C. 
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7. Technique selon I'une des revendications 1^6, caractdris^e en ce que le stlane est te monosilane SjH4. 

8. Technique selon I'une des revendications 1^7, caract^ris4e on ce que le compost ^thyl^nique estl'^thy- 
I6ne C2H4. 

9. Technique selon les revendications 7 et 8, caractdrtsde en ce que le rapport du d^bit volumique de T^thy- 
I6ne sur celui du monosilane est compris entre 4 et 10, et de preference d'environ 7. 

10. Dispositif de pyrolyse en voie gazeuse pour appliquer la technique conforme k Tune des revendications 
2^9^ caractdrisd en ce que la longueur L de la zone de d^pot est d^finie par le canal de guidage de la 
buse de distribution, et est 6gale ^ la portion du canal d6limitant le trajet laminaire du melange pr6curseur 
a la surface du substrat en verre, parall^lement ^ Taxe de d6filement de celui-ci, longueur L adaptable en 
vue du controle du temps de contact melange pr^curseur/veae. 

11. Dispositif selon la revendication 10, caract^risd en ce que la longueur L de la zone de depot est egale 
^ celle de la face inf^rieure du bloc central du canal de guidage de la buse de distribution, ce bloc etant 
en outre muni de deux talons amont et aval. 

12. Dispositif selon la revendication 1 1 , caracterise en ce que la distance entre la surface du verre et la face 
inf6rieure du bloc central est comprise entre 3 et 6 mm. 

13. Substrat revetu d'une couche ^ role interferentiel ci base de silicium, d'oxygene et de carbone par la tech- 
nique de pyrolyse en voie gazeuse conforme ^ I'une des revendications 1^9, caracterise en ce que ladite 
couche presente une epaisseur superieure ci 50 nm et un indice de refraction compris entre 1.45 et 2 et 
de preference entre 1,6 et 1,9, 

14. Substrat revetu selon la revendication 13, caracterise en ce qu'll est en outre revetu d'au moins une cou- 
che fonctionnelle mince transparente ^ base d'oxyde metallique tel que I'oxyde d'etain dope au fluor, 
repaisseur et Tindice de refraction du revetement ^ base de silicium d'oxygene etde carbone etant ajustes, 
afin de maitriser Taspect en reflexion coloree du substrat muni de ses couches. 

15. Utilisation des substrats revetus selon I'une des revendications 1 3 ou 14, dans des vitrages simples, mul- 
tiples ou feuilletes ^ proprietes anti-solaires. 
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